
ドープ量を制御した炭素ドープホウ化水素シートの合成と評価 

Synthesis and evaluation of carbon-doped HB sheets with controlled dopant amount 
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二ホウ化マグネシウム（MgB2）のマグネシウムカチオンとプロトンとの間の室温での完全なイ

オン交換と剥離を行うと，ホウ化水素（HB）シートが実験的に形成される [1]。これまでの分析

より，HB シートは長距離秩序を示さず，ブリッジ水素を含む六角形のホウ素ネットワークの局所

構造を持っていることがわかっている。また HB シートは，室温でも紫外線照射によって水素を

水素分子として放出することや[2]，加熱することで 423 ～ 1473 K の広い温度範囲で水素分子が

放出されることがわかっている[1]。理論計算によると，電子ドープにより H-B 結合の反結合軌道

の一部に電子が占有されると H と B の結合が弱くなることが報告されているため[3]，加熱による

水素の放出温度は HB シートへの電子ドープにより低くなると予想することができる。 

本研究では，炭素をドープした（C-dope）MgB2をイオン交換反応のスタート物質として使用し，

C-dope HB シートを合成し（Fig. 1），構造，電子状態，水素放出特性を分析した。C-dope MgB2の

ドーパント量を 0.9％，5.5％，7％に制御することで，C-dope HB のドーパント量を制御した。 

発表では，X 線光電子分光法，X 線回折，熱脱離分光法，赤外分光法，透過型電子顕微鏡法の

結果と，C-dope HB の幾何学的構造および電子状態に関する理論計算結果について報告し，C-dope

がもたらす HB シート内での水素とホ

ウ素の結合状態への影響について述べ

る。 
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Fig. 1 Schematic image of the synthesis procedure of hydrogen 

boride (HB) sheets [1]. The same procedure was applied to 

synthesize the C-doped HB by using C-doped MgB2. 
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